
J »  J E u r o p â i s c h e s   

Patentamt 

European  Patent  Office  @  Numéro  de  publication:  0 0 3 4   5 1 1  

Office  européen  des  brevets  ^ 3  

©  DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

@  Numerode  depot:  81400054.3  ©  Int.  CI.3:  H  01  C  7/10,  H  01  C  1 / 1 4 2  

@  Date  de  depot:  16.01.81 

@)  Priorite:  12.02.80  FR  8003044  @  Demandeur:  L.C.C.-C.I.C.E.  -  COMPAGNiE 
EUROPEENNE  DE  COMPOSANTS  ELECTRONIQUES, 
36,  avenue  Gallieni,  F-93170  Bagnolet  (FR) 

@  Date  de  publication  de  la  demande  :  26.08.81 
Bulletin  81/34 

@  Inventeur:  Romann,  Annick,  THOMSON-CSF 
SCP1  173,  bid  Haussmann,  F-75360  Paris  Cedex  08  (FR) 
Inventeur:  Buchy,  Franpois,  THOMSON-CSF 
SCP1  173,  bid  Haussmann,  F-75360  Paris  Cedex  08  (FR) 

@  Etats  contractants  designes:  DE  GB  IT  NL 

@  Date  de  publication  differee  du  rapport  de  @  Mandataire  :  Giraud,  Pierre  et  al,  "THOMSON-CSF"  - 
recherche  :  09.09.81  Bulletin  81  /36  SCP1  1  73,  bid  Haussmann,  F-75360  Paris  Cedex  08  (FR) 

@  Résistance  céramique  non  linéaire  à  faible  tension  de  seuil,  et  son  procédé  de  fabrication. 

@  L'invention  a  pour  but  l'obtention  de  varistances  I 
(résistances  en  matériau  céramique  à  caractéristique  non 
linéaire  du  courant  en  fonction  de  la  tension)  à  faible  ten- 
sion  de  seuil,  de  l'ordre  de  5  à  10  volts. 

A  cet  effet,  on  utilise  le  fait  que  la  tension  de  seuil 
(point  de  départ  d'une  augmentation  exponentielle  de  la 
valeur  ohmique)  dépend  des  barrières  de  potentiels  inter-  A  I 
granulaires  des  cristallites  situés  dans  la  céramique  entre  f 
les  deux  électrodes.  On  augmente  donc  le  diamètre  des 

CO  grains  en  se  bornant  à  une  vingtaine  de  microns,  et  l'on 
^   rapproche  les  électrodes  jusqu'à  50  microns  en  réalisant  des 

métallisations  interdigitées  (11,  12)  déposées  sur  une  pla-  �  - 
_   quette  (1)  en  matériau  à  base  de  Zn  O  fritté  de  façon  à  11  21-—  '  

présenter  la  granulométrie  désirée.  ,_T  ' 
Application  à  la  protection  de  circuits  électroniques.  '  '~L__J 
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